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１．はじめに 

CMOS イメージセンサ(CIS)は，デバイス構造を三次元積層型へと変化させるなど，高性能化のための

様々な研究がなされている 1)．我々はこれまで，CIS の高性能化に寄与できる新たなシリコンウェーハとして，

炭化水素分子イオン注入技術を用いた近接ゲッタリング技術の開発し，重金属に対する高いゲッタリング

技術に代表される有益な特徴をシリコンウェーハに付与できることを報告した 2)．その一方で，今後も更なる

高性能化が進んでいく CIS に対応するためには，新たな近接ゲッタリング技術の開発が必要になると考えら

れる．そこで，我々は近接ゲッタリング技術を発展させる一つの方法として，混合分子イオン注入技術の開

発を進めている．本技術は質量数が同程度の元素構成が全くことなる 2種類の分子イオンを同時に注入す

ることを特徴としている．今回は基礎検討として， SiHx (x=1~3), C2Hy(y=4,5)の 2種類の分子イオンからな

る混合分子イオン注入(hybrid molecular ion implantation)を試み，混合分子イオン注入技術を近接ゲッタ

リング技術に適用した場合の，イオン注入領域のゲッタリング能力を検証したので報告する． 

２．実験方法 

 ジエチルシランをガスソースとして使用し，日新イオン機器のCLARIS®を用いて，SiHxが 95.3%，C2Hyが

4.7%の組成からなる混合分子イオンビームを形成した．n 型 300mmシリコンウェーハに対して，加速エネル

ギー80 keV，イオンドーズ量 5.0×1014 ions/cm2 (炭素ドーズ量 4.7×1013 atoms/cm2)にてイオン注入を実施

した後，注入面に対して 5 µm のエピタキシャル成長を実施した．その後，Cu 汚染処理としてウェーハの表

面に 1013 atoms/cm2程度のCu汚染液をスピンコートし，900 oC・60 minのドライブイン熱処理を実施した． 

３．実験結果 

 図 1にCu汚染後の各元素の SIMSによる深さ方向の濃度プロファイル測定結果を示す．イオン注入領域

において，測定した各元素の濃度ピークが観察され，ゲッタリングされたCu濃度は 9.7×1012 atoms/cm2であ

った．この結果から，混合分子イオン注入技術を用いることで，1.0×1014 atoms/cm2以下の低炭素ドーズ量

においても，シリコンエピタキシャルウェーハに対して，高いゲッタリング能力を付与可能であることが確認さ

れた．したがって，低炭素ドーズ量化と合わせて CISの更なる高感度化に寄与することが期待される． 

 
Figure. 1 SIMS profiles of C, H, O, and Cu in hybrid-molecular-ion-implanted silicon epitaxial wafer after 

Cu contamination 
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